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В настоящей работе исследовались фотодиодные структуры, изготов-
ленные на основе сплавов Si1-xGex с градиентными слоями, выращенны-
ми методом молекулярно-лучевой эпитаксии (МЛЭ) на Si подложке. Со-
держание германия x изменялось от 20 % до 75 %. Эпитаксиальное со-
вершенство структур обеспечивалось буферными слоями с градиентом 
концентрации Ge от 10 % на мкм. Легирование p - и n- областей прово-
дилось в процессе МЛЭ роста легирующими примесями p- и n- типов. В 
качестве легирующих примесей использовались бор и сурьма. Структу-
ры подвергались различным видам обработки: изотермическому отжигу, 
БТО и лазерному отжигу в соответствии с методикой, приведенной в [1].  

Характерные спектральные зависимости фоточувствительности 
структур c различными концентрациями Ge представлены на рис. 1. Из-
мерения проводились в режиме тока короткого замыкания. 

 
Рис. 1. Фоточувствительность фотодиодных структур. 

 1 - Si0,75Ge0,25, 2 - Si0,5Ge0,5 

По экспериментальным результатам определены граничные значения 
спектральной чувствительности Si1-xGex структур с различным содержа-
нием Ge. За граничное значение спектральной чувствительности брался 
фототок на уровне 0,1 от максимального значения фототока для данной 
структуры. Полученные результаты хорошо согласуются с данными, 
рассчитанными на основании зависимости ширины запрещенной зоны от 
стехиометрии состава. Показано, что лазерный отжиг сдвигает граничное 
значение спектральной чувствительности в область больших длин волн. 
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